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(57)【要約】        （修正有）
【課題】  光効率の向上を図る。
【解決手段】  液晶を介して対向配置される各基板ＳＵ
Ｂの一方の基板の液晶側の画素領域に、画素電極ＰＸと
この画素電極との間に電界を生じせしめる対向電極ＣＴ
を備え、前記画素電極および対向電極はそれぞれ一方向
に延在し該方向に交差する方向に交互に配置される帯状
の複数の電極からなり、これら各電極のうち他の電極よ
りも幅広に設定される電極を備え、この幅広に設定され
た前記電極とそれに隣接する電極の離間幅は、他の隣接
する電極の離間幅よりも大きく設定されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  液晶を介して対向配置される各基板の一
方の基板の液晶側の画素領域に、画素電極とこの画素電
極との間に電界を生じせしめる対向電極を備え、
前記画素電極および対向電極はそれぞれ一方向に延在し
該方向に交差する方向に交互に配置される帯状の複数の
電極からなり、
これら各電極のうち他の電極よりも幅広に設定される電
極を備え、この幅広に設定された前記電極とそれに隣接
する電極の離間幅は、他の隣接する電極の離間幅よりも
大きく設定されていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】  液晶を介して対向配置される各基板の一
方の基板の液晶側の画素領域に、ゲート信号線からの走
査信号によって作動されるスイッチング素子と、このス
イッチング素子を介してドレイン信号線からの映像信号
が供給される画素電極と、この画素電極との間に電界を
生じせしめる対向電極とを有し、
前記画素電極および対向電極はそれぞれ一方向に延在し
該方向に交差する方向に交互に配置される帯状の複数の
電極からなり、
複数の前記対向電極のうち前記ドレイン信号線と絶縁膜
を介して重畳される対向電極を備え、この対向電極は他
の電極よりも幅が広く形成され、
かつ、ドレイン信号線に重畳される前記対向電極とそれ
に隣接する電極との離間幅は、他の隣接する電極の離間
幅よりも大きく設定されていることを特徴とする液晶表
示装置。
【請求項３】  液晶を介して対向配置される各基板の一
方の基板の液晶側の画素領域に、ゲート信号線からの走
査信号によって作動されるスイッチング素子と、このス
イッチング素子を介してドレイン信号線からの映像信号
が供給される画素電極と、この画素電極との間に電界を
生じせしめる対向電極とを有し、
前記画素電極および対向電極はそれぞれ一方向に延在し
該方向に交差する方向に交互に配置される帯状の複数の
電極からなり、
複数の前記画素電極のうち前記スイッチング素子と電気
的に接続された画素電極は他の電極よりも幅広に形成さ
れ、
かつ、スイッチング素子と電気的に接続された前記画素
電極とそれに隣接する電極との離間幅は、他の電極の離
間幅よりも大きく設定されていることを特徴とする液晶
表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に係
り、いわゆる横電界方式と称される液晶表示装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】横電界方式と称される液晶表示装置は、
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液晶を介し対向配置される一対の基板のうち一方の基板
の液晶側の各画素領域に、画素電極とこの画素電極との
間に電界を生じせしめる対向電極を備え、前記電界のう
ち基板とほぼ平行な成分によって液晶の光透過率を制御
させるように構成されている。そして、これら画素電極
および対向電極は、たとえば、それぞれ一方向に延在し
該方向に交差する方向に交互に配置される帯状の複数の
電極からなっている。
【０００３】小さな駆動電圧で液晶の光透過率を制御さ
せるためには、画素電極と対向電極との離間距離を小さ
くすることが好ましく、このことから、それぞれの画素
電極とこの画素電極と隣接する対向電極との各離間距離
はそれぞれ等しくするように設定されていた。
【０００４】この場合、画素電極および対向電極はそれ
ぞれ同じ幅であることを前提に、いわゆるＶ－Ｔ（画素
電極と対向電極との間に印加する駆動電圧－透過率）曲
線を作成し、このＶ－Ｔ曲線は極大点を有することか
ら、最も透過率を高くするために、各電極の離間距離を
どれ位にすればよいか、あるいは画素電極と対向電極と
の間の駆動電圧をどれ位にすればよいかを決定してい
た。すなわち、このようにすることにより、同じ駆動電
圧を印加するにしても最も光効率の良好な表示を達成す
ることができていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかし、このような構
成からなる液晶表示装置において、近年、ある不都合な
点を解消するために、たとえば特定の対向電極の幅をそ
れ以外の他の電極の幅よりも太くするような構成のもの
が知られるに至っている。
【０００６】このため、画素電極の一方の側には幅が太
い対向電極が配置され他方の側には通常の幅の対向電極
が配置されるという構成となり、該画素電極と幅の太い
対向電極との間の電気力線は該画素電極と通常の幅の対
向電極との間の電気力線が多くなってしまっていた。こ
のことは、換言すれば、該画素電極の一方の側の対向電
極との間の電界は他方の側の対向電極との間の電界より
も大きくなってしまうことを意味する。
【０００７】したがって、この領域において画素電極と
対向電極との間の電圧が高くなっているのと等価であ
り、Ｖ－Ｔ曲線の極大点からずれた部分で駆動されてい
ることから所定の透過率が得られず、光効率の損失がな
されていることになる。本発明は、このような事情に基
づいてなされたものであり、その目的は光効率を良好に
させた液晶表示装置を提供するものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】本願において開示される
発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、
以下のとおりである。
手段１．本発明による液晶表示装置は、たとえば、液晶
を介して対向配置される各基板の一方の基板の液晶側の
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画素領域に、画素電極とこの画素電極との間に電界を生
じせしめる対向電極を備え、前記画素電極および対向電
極はそれぞれ一方向に延在し該方向に交差する方向に交
互に配置される帯状の複数の電極からなり、これら各電
極のうち他の電極よりも幅広に設定される電極を備え、
この幅広に設定された前記電極とそれに隣接する電極の
離間幅は、他の隣接する電極の離間幅よりも大きく設定
されていることを特徴とするものである。
【０００９】手段２．本発明による液晶表示装置は、た
とえば、液晶を介して対向配置される各基板の一方の基
板の液晶側の画素領域に、ゲート信号線からの走査信号
によって作動されるスイッチング素子と、このスイッチ
ング素子を介してドレイン信号線からの映像信号が供給
される画素電極と、この画素電極との間に電界を生じせ
しめる対向電極とを有し、前記画素電極および対向電極
はそれぞれ一方向に延在し該方向に交差する方向に交互
に配置される帯状の複数の電極からなり、複数の前記対
向電極のうち前記ドレイン信号線と絶縁膜を介して重畳
される対向電極を備え、この対向電極は他の電極よりも
幅が広く形成され、かつ、ドレイン信号線に重畳される
前記対向電極とそれに隣接する電極との離間幅は、他の
隣接する電極の離間幅よりも大きく設定されていること
を特徴とするものである。
【００１０】手段３．本発明による液晶表示装置は、た
とえば、液晶を介して対向配置される各基板の一方の基
板の液晶側の画素領域に、ゲート信号線からの走査信号
によって作動されるスイッチング素子と、このスイッチ
ング素子を介してドレイン信号線からの映像信号が供給
される画素電極と、この画素電極との間に電界を生じせ
しめる対向電極とを有し、前記画素電極および対向電極
はそれぞれ一方向に延在し該方向に交差する方向に交互
に配置される帯状の複数の電極からなり、複数の前記画
素電極のうち前記スイッチング素子と電気的に接続され
た画素電極は他の電極よりも幅広に形成され、かつ、ス
イッチング素子と電気的に接続された前記画素電極とそ
れに隣接する電極との離間幅は、他の電極の離間幅より
も大きく設定されていることを特徴とするものである。
【００１１】
【発明の実施の形態】以下、本発明による液晶表示装置
の実施例を図面を用いて説明をする。
実施例１．
《等価回路》図２は、本発明による液晶表示装置の一実
施例を示す等価回路図である。同図は等価回路図である
が、実際の幾何学的配置に対応させて描いている。
【００１２】図２において、液晶を介して互いに対向配
置される一対の透明基板ＳＵＢ１、ＳＵＢ２があり、該
液晶は一方の透明基板ＳＵＢ１に対する他方の透明基板
ＳＵＢ２の固定を兼ねるシール材ＳＬによって封入され
ている。
【００１３】シール材ＳＬによって囲まれた前記一方の
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透明基板ＳＵＢ１の液晶側の面には、そのｘ方向に延在
しｙ方向に並設されたゲート信号線ＧＬとｙ方向に延在
しｙ方向に並設されたドレイン信号線ＤＬとが形成され
ている。
【００１４】各ゲート信号線ＧＬと各ドレイン信号線Ｄ
Ｌとで囲まれた領域は画素領域を構成するとともに、こ
れら各画素領域のマトリクス状の集合体は液晶表示部Ａ
Ｒを構成するようになっている。
【００１５】また、ｘ方向に並設される各画素領域のそ
れぞれにはそれら各画素領域内に走行された共通の対向
電圧信号線ＣＬが形成されている。この対向電圧信号線
ＣＬは各画素領域の後述する対向電極ＣＴに映像信号に
対して基準となる電圧を供給するための信号線となるも
のである。
【００１６】さらに、これら各対向電圧信号線ＣＬはそ
の一端が共通接続されてシール材ＳＬの外方に形成され
た対向電圧端子ＣＴＭに接続され、この対向電圧端子Ｃ
ＴＭから電圧が供給されるようになっている。
【００１７】各画素領域には、その片側のゲート信号線
ＧＬからの走査信号によって作動される薄膜トランジス
タＴＦＴと、この薄膜トランジスタＴＦＴを介して片側
のドレイン信号線ＤＬからの映像信号が供給される画素
電極ＰＸが形成されている。
【００１８】この画素電極ＰＸは、前記対向電圧信号線
ＣＬと接続された対向電極ＣＴとの間に電界を発生さ
せ、この電界によって液晶の光透過率を制御させるよう
になっている。
【００１９】前記ゲート信号線ＧＬのそれぞれの一端は
前記シール材ＳＬを超えて延在され、その延在端は垂直
走査駆動回路Ｖの出力端子が接続される端子を構成する
ようになっている。また、前記垂直走査駆動回路Ｖの入
力端子は透明基板ＳＵＢ１の外部に配置されるプリント
基板からの信号が入力されるようになっている。
【００２０】垂直走査駆動回路Ｖは複数個の半導体装置
からなり、互いに隣接する複数のゲート信号線どうしが
グループ化され、これら各グループ毎に一個の半導体装
置があてがわれるようになっている。
【００２１】同様に、前記ドレイン信号線ＤＬのそれぞ
れの一端は前記シール材ＳＬを超えて延在され、その延
在端は映像信号駆動回路Ｈｅの出力端子が接続される端
子を構成するようになっている。また、前記映像信号駆
動回路Ｈｅの入力端子は透明基板ＳＵＢ１の外部に配置
されるプリント基板からの信号が入力されるようになっ
ている。
【００２２】この映像信号駆動回路Ｈｅも複数個の半導
体装置からなり、互いに隣接する複数のドレイン信号線
ＤＬどうしがグループ化され、これら各グループ毎に一
個の半導体装置があてがわれるようになっている。
【００２３】前記各ゲート信号線ＧＬは、垂直走査回路
Ｖからの走査信号によって、その一つが順次選択される
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ようになっている。また、前記各ドレイン信号線ＤＬの
それぞれには、映像信号駆動回路Ｈｅによって、前記ゲ
ート信号線ＧＬの選択のタイミングに合わせて映像信号
が供給されるようになっている。
【００２４】《画素の構成》図１は、前記画素領域の構
成の一実施例を示す平面図で、図２の丸印内に示す構成
を示している。また、図１のIII－III線における断面を
図３に示している。図１において、透明基板ＳＵＢ１の
液晶側の面に、まず、ｘ方向に延在しｙ方向に並設され
る一対のゲート信号線ＧＬが形成されている。これらゲ
ート信号線ＧＬは後述の一対のドレイン信号線ＤＬとと
もに矩形状の領域を囲むようになっており、この領域を
画素領域として構成するようになっている。
【００２５】このようにゲート信号線ＧＬが形成された
透明基板ＳＵＢ１の表面にはたとえばＳｉＮからなる絶
縁膜ＧＩが該ゲート信号線ＧＬをも被って形成されてい
る。この絶縁膜ＧＩは、後述のドレイン信号線ＤＬの形
成領域においては前記ゲート信号線ＧＬに対する層間絶
縁膜としての機能を、後述の薄膜トランジスタＴＦＴの
形成領域においてはそのゲート絶縁膜としての機能を、
後述の容量素子Ｃｓｔｇの形成領域においてはその誘電
体膜としての機能を有するようになっている。
【００２６】そして、この絶縁膜ＧＩの表面であって、
前記ゲート信号線ＧＬの一部に重畳するようにしてたと
えばアモルファスＳｉからなる半導体層ＡＳが形成され
ている。この半導体層ＡＳは、薄膜トランジスタＴＦＴ
のそれであって、その上面にドレイン電極ＳＤ１および
ソース電極ＳＤ２を形成することにより、ゲート信号線
ＧＬの一部をゲート電極とする逆スタガ構造のＭＩＳ型
トランジスタを構成することができる。
【００２７】ここで、前記ドイレン電極ＳＤ１およびソ
ース電極ＳＤ２はドレイン信号線ＤＬの形成の際に同時
に形成されるようになっている。すなわち、ｙ方向に延
在されｘ方向に並設されるドレイン信号線ＤＬが形成さ
れ、その一部が前記半導体層ＡＳの上面にまで延在され
てドレイン電極ＳＤ１が形成され、また、このドレイン
電極ＳＤ１と薄膜トランジスタＴＦＴのチャネル長分だ
け離間されてソース電極ＳＤ２が形成されている。
【００２８】このソース電極ＳＤ２は半導体層ＡＳ面か
ら画素領域側へ延在され、その延在部は、たとえば、図
中（＋）ｙ方向へ延在した後、（＋）ｘ方向へ、さらに
（－）ｙ方向へというように“コ”字状のパターンをな
し、画素電極ＰＸとして形成されている。
【００２９】この場合の画素電極ＰＸは、画素領域内に
そのｙ方向に延在しｘ方向に並設される２本の画素電極
（画素電極群）として形成されるようになっている。そ
して、これら各画素電極ＰＸはその幅がｗに設定されて
いる。
【００３０】ここで、該画素電極ＰＸの材料として、上
述のようにドレイン信号線ＤＬと同じ材料で構成したも
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のである。しかし、これに限定されることはなく、該ド
レイン信号線ＤＬと異なる材料で構成するようにしても
よい。この場合、該ドレイン信号線ＤＬの形成工程と異
なる工程で形成せざるを得なくなるが、たとえばＩＴＯ
（Indium Tin Oxide）等のような透光性の材料で構成す
ることができ、画素の開口率を向上させることができる
ようになる。
【００３１】なお、半導体層ＡＳとドレイン電極ＳＤ１
およびソース電極ＳＤ２との界面には高濃度の不純物が
ドープされた薄い層が形成され、この層はコンタクト層
として機能するようになっている。
【００３２】このコンタクト層は、たとえば半導体層Ａ
Ｓの形成時に、その表面にすでに高濃度の不純物層が形
成されており、その上面に形成したドレイン電極ＳＤ１
およびソース電極ＳＤ２のパターンをマスクとしてそれ
から露出された前記不純物層をエッチングすることによ
って形成することができる。
【００３３】このように薄膜トランジスタＴＦＴ、ドイ
レン信号線ＤＬ、ドレイン電極ＳＤ１、およびソース電
極ＳＤ２が形成された透明基板ＳＵＢ１の表面にはたと
えばＳｉＮからなる保護膜ＰＳＶ１、さらにその上面に
有機材料層からなる保護膜ＰＳＶ２が形成されている。
【００３４】この保護膜ＰＳＶ１、ＰＳＶ２は前記薄膜
トランジスタＴＦＴの液晶との直接の接触を回避させて
該薄膜トランジスタＴＦＴの特性劣化を防止せんとする
もので、有機材料層からなる保護膜ＰＳＶ２を用いてい
るのは保護膜全体として誘電率を下げるためである。
【００３５】保護膜ＰＳＶ２の上面には対向電極ＣＴが
形成されている。この対向電極ＣＴは、少なくとも画素
領域の中央を図中ｙ方向に延在しその幅がｗの対向電極
ＣＴ、該画素領域の両脇に配置されているドレイン信号
線ＤＬに重畳しかつ該ドレイン信号線ＤＬよりも幅の広
い幅Ｗ（＞ｗ）を有する対向電極ＣＴからなる電極群か
ら構成されている。
【００３６】ここで、ドレイン信号線ＤＬに重畳する対
向電極ＣＴの幅が該ドレイン信号線ＤＬのそれよりも大
きく形成されている理由は、該ドレイン信号線ＤＬから
の電界がその上方の対向電極ＣＴに終端させやすくし
て、画素電極ＰＸに終端するのを防止するためである。
画素電極ＰＸに該電界が終端した場合にそれがノイズと
なってしまうからである。
【００３７】この場合、画素領域の中央を走行する対向
電極ＣＴ（その幅はｗ）とその両脇の各画素電極ＰＸと
距離ｄを隔てて離間されており、また、ドレイン信号線
ＤＬに重畳されている対向電極ＣＴ（その幅はＷ）とそ
の両脇の各画素電極ＰＸと距離Ｄ（＞ｄ）を隔てて離間
されている。
【００３８】すなわち、ドレイン信号線ＤＬに重畳され
ている対向電極ＣＴは、それ以外の他の電極よりも幅が
広く形成されていることに対応させて、該対向電極ＣＴ
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7
とそれに隣接する画素電極ＰＸとの離間距離を、他の隣
接する電極の離間幅よりも大きく設定している。
【００３９】このような構成とすることにより、画素領
域の中央を走行する対向電極ＣＴとこれに隣接する各画
素電極ＰＸとの間の領域において、そのＶ－Ｔ曲線に基
づく特性に応じて最大の光効率を達成するための幅ｄを
設定できるとともに、ドレイン信号線ＤＬに重畳される
対向電極ＣＴとこれに隣接する画素領域電極ＰＸとの間
の領域において、そのＶ－Ｔ曲線に基づく特性に応じて
最大の光効率を達成するための幅Ｄを設定できる。この
ため、画素領域全体として最大の光効率を得ることがで
きるようになる。
【００４０】そして、これら各対向電極ＣＴは、ゲート
信号線ＧＬに重畳された前記対向電極ＣＴと同じ材料か
らなる導電層と一体的に形成されることにより、互いに
電気的に接続されるようになっている。
【００４１】換言すれば、各対向電極ＣＴは、液晶表示
部ＡＲの全域に形成した導電層に、図中ｙ方向に延在す
る前記画素電極ＰＸの形成部分とその両脇の部分を穴開
けをすることによって形成されている。
【００４２】このように構成された対向電極ＣＴは前記
画素電極ＰＸのうち図中ｘ方向に延在する部分と重畳さ
れて形成され、この重畳部において容量素子Ｃｓｔｇが
形成されるようになっている。この容量素子Ｃｓｔｇ
は、たとえば画素電極ＰＸに供給された映像信号を比較
的長く蓄積させる等の機能をもたせるようになってい
る。
【００４３】ここで、前記対向電極ＣＴは、金属からな
る非透光性の材料（たとえば、Ａｌ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｔ
ａ、Ｗ、Ｔｉ、Ｎｉ、Ｃｕ等、）で構成してもよく、ま
た、開口率の向上を図るため、たとえばＩＴＯ、ＩＺＯ
等のような透光性の材料で構成してもよい。
【００４４】そして、このように対向電極ＣＴが形成さ
れた透明基板の上面には該対向電極ＣＴをも被って配向
膜（図示せず）が形成されている。この配向膜は液晶と
直接に当接する膜で、その表面に形成されたラビングに
よって該液晶の分子の初期配向方向を決定づけるように
なっている。
【００４５】実施例２．図４は、本発明による液晶表示
装置の画素の他の実施例を示す平面図で、図１と対応し
た図となっている。図１と比較して異なる構成は、図中
ｙ方向に延在して形成される各画素電極ＰＸのうち、薄
膜トランジスタＴＦＴのソース電極ＳＤ２と接続される
側の画素電極ＰＸの幅ｗ’を他の画素電極ＰＸの幅ｗよ
りも大きく形成し、かつ、幅を大きくした画素電極ＰＸ
とその両脇の対向電極ＣＴとの間の距離が若干大きくな
っていることにある。
【００４６】この実施例においても、実施例１と同様な
思想からなり、他の電極と比べて幅を広くした電極が存
在する場合、それに応じて隣接する他の電極との間の離
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間距離を大きくし、その値をＶ－Ｔ曲線の特性に応じて
その領域の光効率を最大になるように設定せんとするも
のである。
【００４７】すなわち、実施例１の構成を前提とした本
実施例の場合、ドレイン信号線ＤＬに重畳して配置され
る対向電極ＣＴとこれに隣接する幅の広い画素電極ＰＸ
との間の離間距離Ｄ’は実施例１の場合（Ｄ）よりも若
干大きくなるとともに、前記画素電極ＰＸと前記対向電
極ＣＴと異なるもう一方側の対向電極との間の離間距離
ｄ’は実施例１の場合（ｄ）よりも若干大きくなるよう
に設定されている。
【００４８】なお、この実施例において、各画素電極Ｐ
Ｘのうち薄膜トランジスタＴＦＴのソース電極ＳＤ２と
接続される側の画素電極ＰＸの幅を他の画素電極ＰＸの
幅よりも大きく形成したのは、特にこの部分において断
線が生じないようにするためである。
【００４９】実施例３．図５は本発明による液晶表示装
置の画素の他の実施例を示す平面図で、図１に対応した
図となっている。図１の場合と比較して、対向電極ＣＴ
がゲート信号線ＧＬと同層で形成されている点で異な
り、その他はほぼ同様の構成となっている。なお、図５
のVI－VI線における断面図を図６に示している。
【００５０】すなわち、たとえば画素領域の中央におい
てｙ方向に走行する対向電圧信号線ＣＬがゲート信号線
ＧＬの製造と同時に形成され、この対向電圧信号線ＣＬ
には複数の対向電極ＣＴが一体的に形成されている。
【００５１】各対向電極ＣＴは、画素領域の中央をｙ方
向に走行する対向電極ＣＴ、この対向電極ＣＴと平行し
てドレイン信号線ＤＬと隣接して配置される各対向電極
ＣＴのたとえば３本から構成されている。
【００５２】ここで、ドレイン信号線ＤＬと隣接して配
置される各対向電極ＣＴは他の対向電極ＣＴよりも幅が
広く形成されている。ドレイン信号線ＤＬからの電気力
線を幅の広い対向電極ＣＴに終端させ、画素電極ＰＸに
終端させないためである。
【００５３】画素電極ＰＸは実施例１とほぼ同様に２本
のそれからなり、それらを対向電圧信号線ＣＬ上で電気
的な接続を図るとともに、その接続部において該対向電
圧信号線ＣＬとの間に容量素子Ｃｓｔｇを形成してい
る。そして、対向電極ＣＴと画素電極ＰＸとの間の離間
距離は実施例１と同様の関係で設定されている。
【００５４】上述したように、ドレイン信号線ＤＬに隣
接する対向電極ＣＴは他の電極よりも幅が広く形成され
ることから、それに応じて、該対向電極ＣＴとこれに隣
接する画素電極ＰＸとの離間距離を他の隣接する電極間
の離間距離よりも若干大きくしている。
【００５５】上述した各実施例では、対向電極ＣＴの本
数を３本とし画素電極ＰＸの本数を２本とした構成につ
いて説明したものであるが、この本数に制限されないこ
とはもちろんである。
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【００５６】ドレイン信号線ＤＬからの電気力線の画素
電極ＰＸへの終端を回避するため、対向電極ＣＴを該ド
レイン信号線ＤＬに重畳あるいは隣接させて形成する場
合、対向電極ＣＴの数は画素電極ＰＸより１本多く形成
される。このため、この関係をもたせて対向電極および
画素電極の本数を増加させた構成としてもよいことはい
うまでもない。
【００５７】また、上述した各実施例では、対向電極Ｃ
Ｔを該ドレイン信号線ＤＬに重畳あるいは隣接させて形
成したものであるが、必ずしもこれに限定されることは
なく、画素電極がドレイン信号線ＤＬに隣接する場合の
構成にも適用できることは言うまでもない。
【００５８】
【発明の効果】以上説明したことから明らかなように、
本発明による液晶表示装置によれば、光効率を良好にす
ることができる。 *
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*【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明による液晶表示装置の画素の一実施例
を示す平面図である。
【図２】  本発明による液晶表示装置の一実施例を示す
等価回路図である。
【図３】  図１のIII－III線における断面図である。
【図４】  本発明による液晶表示装置の画素の他の実施
例を示す平面図である。
【図５】  本発明による液晶表示装置の画素の他の実施
例を示す平面図である。
【図６】  図５のVI－VI線における断面図である。
【符号の説明】
ＳＵＢ…透明基板、ＧＬ…ゲート信号線、ＤＬ…ドレイ
ン信号線、ＧＩ…絶縁膜、ＡＳ…半導体層、ＴＦＴ…薄
膜トランジスタ、ＰＳＶ…保護膜、ＰＸ…画素電極、Ｃ
Ｔ…対向電極、ＣＬ…対向電圧信号線。

【図１】 【図４】
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